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ABSTRACT: 

A case for housing integrated microwave circuits comprises a metal conductor body for carrying 
the integrated circuits on the upper surface thereof, the first and second dielectric substrates 
stacked on each other and also stacked on the upper surface of the body and having square 
holes for receiving the integrated circuits. The first substrate has strip line patterns for connecting 
signal input/output pads of the integrated circuits to each other and external signal terminals, and 
openings each filled with a conductive metal connected to the body. The second substrate has 
openings each filled with the conductive metal and electromagnetic shielding partitions between 
the adjacent square holes to provide isolation of a wave guide mode between the integrated 
circuits. The openings of both substrates are correspondingly arranged to connect the 
conductive metals thereof so that electromagnetic shielding is effected. 
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(54) Boltler destine a loger des circuits & micro-ondes. 

fej) Ce bottier oomprend un corps conducteur m6tallique 
pBrtant des circuits int£gr6s k micro-ondes (1b), des pre- 
mier et second substrats di6lectriques (5, 6) empil6s sur le 
corps et logeant les circuits integres, le premier substrat (5) 
comportant des structures de iignes en forme de bandes 
pour la transmission de signaux, et des ouvertures (12a, 
12b) remplies chacune d'un m6tal conducteur raccord6 au 
corps, tandis que le second substrat (6) comporte des ou- 
vertures (13a, 13b) remplies chacune par le m6tal conduc- 
teur, et des doisons de blindage 6lectromagn6tique entre 
les trous voisins, isolant un mode de guide d'ondes entre 
les circuits int6gr6s. 

Application notamment a des boTtiers pour circuits int6- 
gr6s & micro-ondes de petite taille. 
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La prisente invention concerne un boitier destin6 
a loger des circuits integres a micro-ondes. 

La figure 1, annexee a la presente demande, re- 
presente une vue de face d'un boitier destine a loger des 
5 circuits integres a micro-ondes et dans lequel les circuits 
integres a micro-ondes sont loges conformement ci une tech- 
nique de montage anterieure. Sur le dessin, les chiffres de 
r6f6rence 49a-49d designent des circuits integres a micro- 
ondes, les chiffres de reference 50a-50h des plots d'en- 

10 tree/sortie de signaux k haute frequence situes sur les 
circuits integres a micro-ondes, les chiffres de reference 
51a-51h des plots d f entree/sortie de signaux de commande 
situes sur les circuits intdgres a micro-ondes, les 
chiffres de reference 52a-52d d^s supports destines a sup- 

15 porter les circuits integres a micro-ondes, les chiffres de 
reference 53a-53c des substrats de lignes de connexion ser- 
vant £ raccorder les circuits integres & micro-ondes adja- 
cents, le chiffre de reference 54 un boitier destine a lo- 
ger les circuits integres & micro-ondes, les chiffres de 

20 reference 55a-55f des cloisons de blindage electromagnd- 
tique destinees a realiser une isolation entre les circuits 
integres a micro-ondes adjacents, les chiffres de reference 
56a et 56b des connecteurs coaxiaux, les chiffres de refe- 
rence 57a et 57b des conducteurs centraux des connec- 

25 teurs coaxiaux, les chiffres de reference 58a-58h des 
bornes datraversee pour les signaux de commande et les 
chiffres de reference 59a-59h des rubans ou fils de 
connexion - 

Ci-apres, on va decrire le fonctionnement de 
30 l'art anterieur tel qu'il est represents sur la figure 1. 
Sur la figure 1, un signal & haute frequence est introduit 
dans le circuit a micro-ondes 49a par 1 ' intermediaire du 
connecteur coaxial 56a, du conducteur central 57a du 
connecteur coaxial, du ruban de connexion 59a et du plot 
35 d 1 entree/sortie de signaux k haute frequence 50a, le signal 
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d 1 entree etant regie a un niveau ou a une amplitude prede- 
termines par un signal externe introduit par 
1 1 intermediaire des bornes 58a et 58b de traversee des si- 
gnaux de commande. Le signal a haute frequence est ensuite 
5 envoys au plot d'entree/de sortie de signaux a haute fre- 
quence 50b de maniere ci etre envoy§ au circuit int§gr§ £ 
micro-ondes 49b par 1 1 intermediaire du ruban de connexion 
59b, du substrat a ligne de connexion 53a, du ruban de 
connexion 59e et du plot d 1 entree/sortie de signaux a haute 

10 frequence 50c, ou le reglage d 1 un autre ni- 
veau predetermine est execute de la m&ne maniere que cela a 
6t6 decrit pr§c6demment . L 1 entree du signal et le rSglage 
de son niveau conformement a cette procedure sont r6p§t6s 
et le signal a haute frequence est eventuellement delivr6 

15 par 1 ' intermediaire du connecteur coaxial 56b. Une 
connexion spatiale d'un mode de guide d'ondes entre les 
circuits integres a micro-ondes est empSchee par les cloi- 
sons de blindage electromagnet ique 55a-55f prevues dans le 
boitier 54, ce qui permet un f onctionnement stable de 

20 circuits integres individuels a micro-ondes. 

Etant donn6 que les circuits integres a micro- 
ondes sont montes de la maniere classique indiqu^e prece- 
demment, comme repr6sente sur la figure 1, il est neces- 
saire de monter les connecteurs coaxiaux 56a et 56b, les 

25 bornes 58a-58h de traversee des signaux de commande et les 
substrats des lignes de connexion 53a-53c de maniere a for- 
mer des connexions electriques entre les circuits integr6s 
k micro-ondes 49a-49d, qui sont separes par les cloisons de 
blindage electromecanique 55a-55f dans le boitier, et ceci 

30 pose le probleme de I 1 accroissement du nombre des elements 
et des heures de main-d ' oeuvre . En outre, les connecteurs 
coaxiaux 56a et 56b et les bornes de travers§e 58a-58h 
doivent etre du type hermetique de manidre a etablir une 
6tanch§ite totale et complete du boitier 54, ce qui pose le 

35 probleme de 1' accroissement du coat et des dimensions de 
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fabrication du boitier 54. 

La presents invention a ete mise au point pour 
eliminer les problemes mentionnes precedemment et un but de 
la presente invention est de fournir un boitier destine & 
loger des circuits integres a micro-ondes, qui possede de 
faibles dimensions et soot aise a fabriquer. 

Pour atteindre cet object if , un boitier destine a 
loger des circuits a micro-ondes confonne a la presente in- 
vention comprend un corps conducteur metallique servant a 
supporter lesdits circuits integres a micro-ondes au niveau 
de sa surface superieure; un premier substrat dielectrique 
fixe a l'etat empile sur ladite surface superieure dudit 
corps conducteur metallique et possedant une plurality de 
trous destines a recevoir respectivement lesdits circuits 
integres, des structures de lignes en forme de bandes pour 
la transmission de signaux disposees sur la surface 
superieure du corps pour le raccordement de plots d 1 en- 
tree/sortie de signaux a haute frequence desdits circuits 
integres entre eux et a des bornes externes de transmission 
de signaux, et des ouvertures de blindage remplies chacune 
d'un materiau metallique conducteur raccorde audit corps 
conducteur metallique pour rSaliser un blindage 
electromagnetique, lesdites ouvertures de blindage etant 
privues k des intervalles egaux ou inferieurs a A/4, X etant 
la longueur d'onde d'un signal & haute frequence dans une 
bande de frequences devant etre utilisee; et un second 
substrat dielectrique fixe & l'etat empile sur ledit 
premier substrat dielectrique et possedant une pluralite de 
trous associ6s i ceux manages dans ledit premier substrat 
dielectrique de maniere a recevoir lesdits circuits inte- 
gres, une plaque metallique conductrice permettant de rea- 
liser une fermeture etanche et un blindage electromagne- 
tique et situee sur la surface superieure du second 
substrat, des ouvertures de blindage remplies chacune par 
ledit materiau metallique conducteur raccorde entre ladite 
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plaque metallique conductrice et ledit matSriau metallique 
conducteur situe dans chacune desdites ouvertures de 
blindage dudit premier substrat dielectrique, et des 
cloisons de blindage electromagnetique entre les trous 
voisins destines a recevoir lesdits circuits integres pour 
realiser une isolation d'un mode de guide d'ondes entre 
lesdits circuits integres. 

fitant donne que le nombre des 616ments et des 
heures de montage peut etre reduit grace a l'agencement 
d'un corps principal du boitier servant a loger une plura- 
lity de substrats dielectriques, et a la formation de 
bornes d 1 entree/sortie de signaux a haute frequence, de 
bornes d 1 entree/sortie de signaux de commande et de 
cloisons de blindage electromagnetique en tant qu' elements 
int§gr6s, et etant donne qu'il est ais6 d'obtenir une 
etancheite complete, le boitier destine a loger des 
circuits int6gr6s k micro-ondes, conforme a la presente 
invention, est avantageux en ce qu ! il est possible 
d'accroitre son rendement de fabrication. 

D'autres caracteristiques et avantages de la pre- 
sente invention ressortiront de la description donnee ci- 
apres prise en r§f6rence aux dessins annexes, sur les- 
quels : 

- la figure 1, dont il a deja ete fait mention, 
represente une vue de face d'un boitier destine a loger des 
circuits int§gr6s a micro-ondes et dans lequel ces circuits 
sont installs, conformement a une technique ant^rieure; 

- la figure 2 represente une vue de face d'un 
boitier destine a loger des circuits int6gr§s k micro- 
ondes, dans lequel ces circuits sont ef f ectivement instal- 
les, conformement a la presente invention; 

- la figure 3 represente une vue en coupe trans- 
versale prise suivant la ligne A-A sur la figure 2; 

- la figure 4 represente une vue en coupe trans- 
versale prise suivant la ligne B-B sur la figure 2; 
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- la figure 5 represente un dessin montrant des 
details de la partie C de la figure 2; 

- la figure 6 represente une vue en coupe trans- 
versale prise suivant la ligne D-D sur la figure 5; 

- la figure 7 est un dessin montrant un autre 
exemple de realisation d'un blindage Slectromagnetique 
moyennant 1 1 amenagement de trous traversants lateraux, dans 
lesquels on introduit un mStal conducteur; 

- la figure 8 est un dessin montrant un autre 
exemple de transformation d'une ligne en forme de micro- 
bande en des ligne s trois plaques; 

- la figure 9 represente une vue en coupe trans- 
versale prise suivant la ligne E-E sur la figure 8; 

- la figure 10 est un dessin montrant tin exemple 
de contrdle des caractdristiques d'un circuit integre a 
micro-ondes ; 

- la figure 11 est un dessin montrant un autre 
exemple de controle des caracteristiques d'un circuit Inte- 
gra a micro-ondes; 

- la figure 12 est un exemple de disposition d'un 
cablage au-dessous d f un circuit integre a micro-ondes; 

- la figure 13 est un dessin montrant un exemple 
de connexion a la masse de la ligne en forme de bande de 
transmission de signaux a haute frequence au niveau de la 
surface d'extremite du boltier; 

- la figure 14 est un dessin montrant un exemple 
de montages empiles d'un autre type de circuits intSgres; 

- la figure 15 est un dessin montrant un exemple 
de realisation d'un blindage 61ectromagn6tique grace a 
I 1 utilisation d'une structure de mise a la masse placee 
centre la face inf&rieure du substrat dielectrique et por- 
tant un autre type de circuit integre represente sur la fi- 
gure 14; 

- la figure 16 est un dessin montrant un exemple 
de disposition de sortie de bornes d'entree/sortie de si- 
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gnaux de commande, dans une direction verticale; 

- la figure 17 est un dessin montrant un autre 
exemple de disposition de sortie des bornes d f entree/sortie 
de signaux de commande, dans une direction verticale; et 

- la figure 18 est un dessin montrant un exemple 
de disposition de sortie de bornes d 1 entree/sortie de si- 
gnaux a haute frequence, dans une direction verticale. 

La figure 2 represente une vue de face d'un boi- 
tier destine k loger des circuits integres a micro-ondes 
conforme & la prSsente invention, et les figures 3 et 4 
sont des vues en coupe transversale prises suivant les 
lignes A-A*et B-B sur la figure 2. Sur ces dessins, les 
chiffres de r§f§rence la-Id designent des circuits intSgres 
a micro-ondes, les chiffres de reference 2a-2h des plots 
d'entree/de sortie de signaux a haute frequence situSs sur 
les circuits intSgr^s, les chiffres de reference 3a~3h des 
plots d 1 entree/sortie de signaux de commande situSs sur les 
sorties des circuits integres, le chiffre de reference 4 
(sur les figures 3 et 4) un conducteur metallique, le 
chiffre de reference 5 un premier substrat dielectrique 
poss6dant des trous carrSs destines a loger respectivement 
les circuits integres, le chiffre de reference 6 (sur les 
figures 3 et 4) un second substrat dielectrique poss£dant 
des trous carres plus larges que ceux du premier substrat 
dielectrique 5, le chiffre de reference 7 une plaque 
metallique conductrice permettant de realiser une 
etancheite complete et un blindage electromagnetiqiie, les 
chiffres de reference 8a-8e des structures de lignes en 
forme de bandes de transmission de signaux & haute fre- 
quence situees sur le premier substrat dielectrique, et les 
chiffres de reference 9a-9h des structures de lignes en 
forme de bandes de transmission de signaux de commande si- 
tuees sur le premier substrat dielectrique 5, les chiffres 
de reference lOa-lOh des cloisons de blindage electromagne- 
tique comprenant le second substrat dielectrique 6 et la 
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plaque metalligue 7, les chiffres de reference lla-llr des 
rubans ou fils de connexion, les chiffres de reference 12a- 
12h (sur les figures 3 et 4) des trous traversants, dans 
lesquels des mStaux conducteurs sont introduits pour le 
blindage electromagnetique et qui sont menages a travers le 
premier substrat 61ectrique 5 a un ou des intervalles egaux 
ou inf^rieurs a A/4, A etant une longueur d'onde d'un signal 
dans une bande de frequences devant Stre utilisee, les 
chiffres de reference 13a-13h (sur les figures 3 et 4) des 
trous traversants menages dans le second substrat di- 
electrique 6 au(x) m§me(s) intervalle(s) que ceux presents 
dans le substrat 5 et remplis par des mStaux conducteurs 
destines a realiser un blindage electroraagnStique de la 
meme maniere que les mStaux prevus pour le substrat 5. 

Dans la forme de realisation mentionnee precSdem- 
ment, un signal a haute frequence est introduit par 
1 1 intermediaire de la structure de ligne en forme de bande 
de transmission de signaux a haute frequence 8a, puis est 
envoye au circuit integre a micro-ondes la par 
1 ' intermediaire du ruban 11a et du plot d f entr§e/sortie 2a. 
Dans le circuit la, le niveau ou l 1 amplitude du signal 
d' entree est commands de maniSre k 6tre regie & une valeur 
prSdeterminee en fonction d'un signal de commande envoye de 
l'exterieur par 1 ' intermediaire des structures de lignes en 
forme de bandes de transmission de signaux de commande 9a 
et 9b. Le signal a haute frequence, dont le niveau est com- 
mande, est ensuite envoye au circuit integre lb par 
1 1 intermediaire du plot d 1 entree/sortie 2b, du ruban lid, 
de la structure de ligne en forme de bande 8b et du plot 
d' entree/sortie 2c, ou un reglage d f un second niveau 
pr6d<§termin§ est ex6cut6 d'une maniere semblable au reglage 
prevu pour le circuit integre la. Des reglages de niveaux 
similaires sont r£p§t6s dans les circuits integres lc et 
Id, et le signal a haute frequence est eventuellement d§li- 
vre par la configuration de ligne en forme de bande de 
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transmission de signaux a haute frequence 8e. 

Dans cette forme de realisation, il est possible 
d'empecher une fuite- du signal a haute frequence en direc- 
tion de I'exterieur et une perturbation du signal a haute 
frequence a partir de I'exterieur. route connexion spatiale 
du mode de guide d'ondes entre les circuits integres a mi- 
cro-ondes la-Id est egalement empechee par les metaux de 
blindage electromagnetique introduits dans les trous tra- 
versants 12a-12h et 13a-13h et prevus dans les premier et 
second substrats dielectrique 5 et 6 comme represente sur 
les figures 3 et 4. Par consequent, chacun des circuits in- 
tegres la- Id fonctionne de facon stable. Un blindage elec- 
tromagnetique approprie peut etre realise en utilisant des 
trous traversants lateraux ou des rainures 17a et 17b rem- 
plies par des metaux conduct eurs, au niveau des extremites 
interieures du premier substrat dielectrique 5, et au moyen 
de trous traversants ou d'encoches 18a et 18b remplis par 
des metaux conducteurs, au niveau des extremites inte- 
rieures du second substrat dielectrique 6, et ces metaux 
sont raccordes par des metaux de liaison 16e et 16f comme 
cela est represente sur la figure 7, a la place de 
l 1 utilisation des trous traversants complets remplis par 
les metaux comme represente sur la figure 3. Dans ce cas, 
etant donne que le metal depose dans les trous traversants 
lateraux 17a, 17b, 18a et 18b est plus efficace que les me- 
taux indiques en dernier pour dtablir un blindage electro- 
magnetique substantiel et complet, il est preferable 
d'utiliser les structures de trous traversants lateraux re- 
presentees sur la figure 7 lorsque le blindage electroma- 
gnetique est requis dans une bande de frequences relative- 
ment elevee. 

La figure 5 represente des details de la partie C 
entouree par une ligne formee de tirets sur la figure 2, et 
la figure 6 represente une vue en coupe transversale prise 
suivant la ligne D-D sur la figure 5. Sur les figures 5 et 
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6, les chiffres de reference 14a~14d et 15a-15d dSsignent 
des trous traversants latSraux ou des rainures menagees 
dans les premier et second substrats dielectriques 5 et 6. 
Ces trous traversants lateraux sont remplis par des mStaux 
conducteurs servant a rSaliser un raccordement a la masse, 
et les chiffres de reference 16a et 16c dSsignent les me- 
taux de raccordement inserSs entre les metaux conducteurs 
introduits dans les trous traversants lateraux 14a et 15a, 
ainsi que dans les trous traversants lateraux 14a et 15c. 
les aatces raples de metaux des trous traversants 14a et 15b, 
14d et 14d, sont egalement raccordes par des metaux conduc- 
teurs 16b et 16d (ce qui n'est pas represents sur ces fi- 
gures) . 

Comme cela est represents sur les figures 5 et 6, 
la structure de ligne en forme de bande de transmission de 
signaux a haute frequence 8a (ou 8e), qui s'etend au-des- 
sous du second substrat 6, est accouplSe aux lignes & trois 
plaques, constitutes par les metaux conducteurs de raccor- 
dement k la masse introduits dans les trous traversants 
14a-14d et 15a-15d dans les premier et second substrats di- 
Slectriques 5 et 6, et les mStaux de liaison 16a-16d, et 
par consequent le signal d f entree a haute frequence peut 
traverser le second substrat dielectrique 6 sans etre af- 
fects par un couvercle d'etancheite (non represents) fixS 
a la surface supSrieure du metal conducteur 7. 

La figure 8 montre un autre exemple de la partie 
C de la figure 2, et la figure 9 represente une vue en 
coupe transversale prise suivant la ligne E-E sur la figure 
8. A la place du metal conducteur de raccordement & la 
masse insSrS dans les trous traversants lateraux 14a-14d 
comme represents sur les figures 5 et 6, un mStal conduc- 
teur de raccordement & la masse introduit dans les trous 
traversants 19a-19d est prSvu dans le premier substrat di- 
Slectrique 5 dans cet exemple. C'est-a-dire qu'aucun des 
trous traversants 19a-19d n'est un trou traversant latSral 
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(ou une encoche) comme represents sur les figures 8 et 9. 
Dans cet exemple, on peut obtenir des effets semblables k 
celui obtenu sur les figures 5 et 6. 

En se refSrant maintenant a la figure 10, on va 
decrire une autre forme de realisation qui permet de deli- 
vrer un signal de controle reprSsentant les caracteris- 
tiques de chaque circuit integre a micro-ondes monte dans 
un boitier tel que mentionnS prScedemment . 

Sur la figure 10 , on a represents a titre d f exem- 
ple des moyens de contrdle servant k controler les caracte- 
ristiques du circuit integre lb, les SlSments semblables k 
ceux des figures 2-9 etant dSsignes par les memes chiffres 
de reference. La structure de ligne en forme de bande de 
transmission de signaux a haute frequence 8a (figure 2) est 
subdivisSe en deux structures de lignes en forme de bandes 
8fet8g et une structure de ligne en forme de bande de 
transmission de signaux de test & haute frequence 8h est 
prevue pour l 1 envoi d ! un signal de test a haute frequence. 
Ces structures 8f-8h sont separSes par une fente S et I'une 
ou I 1 autre des structures 8f ou 8h est raccordee au choix It 
la structure 8g par modification d'un ruban ou fil connec- 
teur US. De fagon similaire, la partie de sortie des si- 
gnaux pour le circuit la est constitute par des structures 
de lignes en forme de bandes 8i~8k et par un ruban de 
connexion lit. 

Dans I 1 Stat represents sur la figure 10, le si- 
gnal de test a haute frequence est introduit dans la struc- 
ture 8h et est envoye au circuit integre lb par 
1 ' intermediate du ruban de connexion IIS, de la structure 
8g, du ruban de connexion lie et du plot d f entree/sortie de 
signaux & haute frequence 2c. Le signal d 1 entree est alors 
commande de masiere que son niveau soit regis a un niveau 
prSdStermine en fonction du signal de commande introduit par 
1 1 intermediaire des structures de lignes en forme de bandes 
de transmission de signaux de commande 9c et 9d, puis est 
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envoye a l'exterieur par 1 ' intermediate du plot d 1 en- 
tree/sortie de signaux a haute frequence 2d, le ruban de 
connexion Hi, de la structure de ligne en forme de bande 
8g f du ruban de connexion lit et de la structure de ligne 
en forme de bande 8j afin de contrdler les caracteristiques 
du circuit integre lb. Une fois achevee une telle operation 
de contrdle, les rubans de connexion lis et lit sont commu- 
tes depuis les structures de lignes en- forme de bandes 8h 
et 8j aux structures de lignes en forme de bandes 8f et 8k 
respectivement 6a marine a etablir la connexion normale r ce qui permet 
d'executer le f onctionnement normal. 

Une autre forme de realisation pouvant etre uti- 
lisee pour contrdler les caracteristiques du circuit inte- 
gre k micro-ondes et represents sur la figure 11, sur la- 
quelle des elements semblables a ceux des figures 10 et 2 
sont designes par les mSmes chiffres de reference. Dans 
cette forme de realisation, un element formant resistance 
20 est raccorde en parallele a la structure de ligne en 
forme de bande de transmission de signaux a haute frequence 
8c (figure 2), et un composant de couplage pour le trans- 
fert du signal & haute frequence circulant dans la ligne en 
forme de bande 8c jusqu'a I 1 element formant resistance 20 
est forme au moyen de la ligne en forme de bande 8j ce qui 
permet de contrdler les caracteristiques d circuit integre 
a micro-ondes lb. 

fitant donne qu'il est possible, avec chacune des 
formes de realisation representees sur les figures 10 et 
11, de contrdler les caracteristiques du circuit integre cL 
micro-ondes reellement install^ dans le boitier, toute 
panne du circuit peut etre specifiee apres que les circuits 
int£gr£s aient ete installs dans le boitier. 

On va decrire ci-apres les modifications du boi- 
tier destine k loger des circuits integres a micro-ondes, 
en reference aux figures 2-18, sur lesquels des elements 
similaires k ceux des figures 2-11 sont designes par les 
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memes chiffres de reference. 

La figure 12 represents un agencement correspon- 
dent a la figure 3, dans lequel une structure en forme de 
fil de transmission de signaux de commaride s'etend au-des- 
sous du circuit integre a micro-ondes lb. Dans cet agence- 
ment, les troisieme et quatrieme substrats dielectriques 21 
et 22 sent superposes entre eux entre le conducteur metal- 
lique 4 et le circuit integre lb r une structure de mise a 
la masse 24 pour le circuit integre lb est prevue sur la 
surface superieure du quatrieme substrat dielectrique 22, 
tandis qu'une structure de cablage 23 pour la transmission 
de signaux de commande est prevue sur la surface superieure 
du troisieme substrat dielectrique 21. En outre, des trous 
traversants 27a et 27b, 28a et 28b remplis par des metaux 
conducteurs pour raccorder la structure de cablage 23 sont 
prevus respectivement dans les quatrieme et premier sub- 
strats dielectriques 22 et 5 de maniere a raccorder la 
structure de cablage 23 situee sur le substrat 22 aux 
structures de lignes en forme de bandes de transmission de 
signaux de commande 9c et 9d sur le substrat 5, la struc- 
ture de cablage de transmission de signaux de commande pou- 
vant etre disposee au-dessous du circuit integre lb. En 
outre, des trous traversants 25a et 25b, et 26a et 26b rem- 
plis par des metaux conducteurs pour realiser le blindage 
electromagnetique sont prevus respectivement sur le pour- 
tour des troisieme et quatrieme substrats dielectriques 21 
et 22. Les metaux conducteurs situes dans les trous traver- 
sants 25a, 25b, 26a, et26b sont raccordes aux metaux conduc- 
teurs prevus dans les trous traversants 12c et 12j prevus 
dans le substrat 5 de maniere a permettre le blindage elec- 
tromagnetique de I 1 ensemble du boitier. 

La figure 13 montre un exemple dans lequel une 
connexion de mise a la masse d'une structure de ligne en 
forme de bande de transmission de signaux a haute frequence 
81 est formee a l'extremite du boitier represents sur la 
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figure 12. nss trous traversants lateraux ou encoches 30 
sont prevus dans les surfaces d'extremite des troisieme et 
quatrieme substrats 21 et 22 et sont remplis par des metaux 
conducteurs raccordes entre le conducteur metallique et la 
structure de mise a la masse 24 sur le quatrieme substrat 
dielectrique 22, ce qui permet d'etablir une interface de 
transmission du signal a haute frequence en direction/a 
partir de l'exterieur. 

La figure 14 montre un exemple, dans lequel un 
circuit de commande ou un autre type de circuit integre a 
haute frequence devant etre raccorde aux circuits integres 
a micro-ondes est empile par-dessus le circuit integre a 
micro-ondes lb. Dans cet exemple, comme represents sur la 
figure 14, des cinquieme et sixieme substrats dielectriques 

32 et 33 sont empiles entre les premier et second substrats 
dielectriques 5 et 6, un septieme substrat dielectrique 31 
portant le circuit de commande ou le circuit integrS a 
haute frequence d'un autre type est place sur le cinquieme 
substrat dielectrique 32. Le sixieme substrat dielectrique 

33 possede un trou, dont les dimensions sont superieures a 
imdtaMdoidu septieme substrat dielectrique 31 et dans lequel 
ce substrat est log6. 

Des structures de lignes en forme de bandes 34a 
et 34b ,et 39a et 39b sont prevues respectivement sur les 
premier et sixieme substrats dielectriques 5 et 33, et des 
trous traversants 37a et 37b et 38a et 38b, qui sont rem- 
plis par des metaux conducteurs, sont prevus respectivement 
dans les cinquieme et sixieme substrats dielectriques 32 et 
33, ce qui permet le transfert d'un signal de commande ou 
analogue depuis le circuit de commande ou analogue monte 
sur le septieme substrat dielectrique 31, jusqu'au circuit 
integre lh par l'intermediaire des structures de lignes en 
forme de bandes 39a et 39b, les metaux conducteurs situes 
dans les trous traversants 37a et 37b, et 38a et 38b et des 
structures de lignes en forme de bandes 34a et 34b. 
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En outre, les cinquieme et sixieme substrats di- 
electriques 32 et 33 comport ent des trous traversants 35a 
et 35b # et 36a et 36b remplis par des mStaux conducteurs 
dans des parties correspondant a celles des trous traver- 
sants 12a et 12b du premier substrat diSlectrique 5 et & 
des trous traversants 13a et 13b du second substrat di- 

electrique 6. Par consequent, 1' ensemble du blindage elec- 
tromagnetique du boitier est obtenu au moyen des mStaux 
conducteurs inseres dans les trous traversants 
12a, 12b, 13a, 13b, 35a, 35b, 36a et 36b et d'un couvercle mStal- 
lique (non represents ) du boitier. 

En outre, dans le cas oii il existe un probldme 
d f interface electromagnet ique entre le circuit integre a 
micro-ondes et le circuit de commande ou analogue installs 
sur le septieme substrat diSlectrique 31 represents sur la 
figure 14, on peut eliminer ce probleme en prSvoyant des 
structures de mise a la masse 40a et 40b situSes sur la sur- 
face supSrieure du cinquieme substrat dielectrique 32 de 
maniSre 4 etre raccordSes aux metaux conducteurs situSs 
dans les trous traversants 35a, 35b et 36a, 36b des cin- 
quieme et sixiSme substrats diSlectriques 32 et 33, et une 
structure de mise a la masse 41 situee sur la surface inte- 
rieure du septiSme substrat dielectrique 31, comme repre- 
sents sur la figure 15. Ces structures de mise & la masse 
40a, 40b et 41 sont raccordSes entre elles par la mise en 
place du septieme substrat diSlectrique 31 sur le cinquieme 
substrat dielectrique 31 sur le cinquieme substrat dielec- 
trique 32. Par consequent, il est possible d'Sviter toute 
interference SlectromagnStique entre les circuits supSrieur 
et infSrieur positionnSs. 

La figure 16 raontre un exemple, dans lequel des 
bornes d f entree de signaux de commande sont ressorties a 
I'exterieur dans une direction verticale. Dans cet exemple, 
des trous traversants 43a et 43b remplis par des metaux 
conducteurs sont menagSs dans le premier substrat diSlec- 
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trique 5 de maniere a raccorder les structures de lignes en 
forme de bandes 9c et 9d, et des bornes d' entree de signaux 
de commande 42a et 42b sont prevues de maniere a etre rac- 
cordees aux metaux conducteurs situes dans les trous 43a et 
43b. Les bornes 42a et 42b s f etendent dans la direction 
verticale dans deux trous menages dans le conducteur metal- 
ligue 4. II est possible de prolonger les structures de 
lignes en forme de bandes de transmission de commande 9a et 
9b jusqu'& la surface d'extr§mit6 du boitier et de les rac- 
corder aux bornes 42a et 42b, comme represents sur la fi- 
gure 17. Dans ce cas represents sur la figure 17, les 
bornes 42a et 42b peuvent s'etendre dans la direction ver- 
ticale comme sur la figure 10. 

La figure 18 montre un autre exemple, dans lequel 
des bornes d 1 entree/sortie a haute frequence du boitier 
sont ressorties k l'extSrieur dans la direction verticale, 
et par consequent on n f utilise aucune des statures en forme de 
bande a micro-ondes 8a ou 8e (sur la figure 2) pour 1* en- 
tree/la sortie du signal a haute frequence. Dans cet 
exemple, au lieu d'utiliser une structure 8a , on amenage un 
trou traversant dans le conducteur metallique 4, on fixe un 
connecteur coaxial 44 comprenant un conducteur central 45 
au trou traversant situe dans le conducteur 4, et on 
raccorde le plot d' entree/sortie 2a du circuit integre la 
au conducteur central 45 par 1 1 intermSdiaire d'un fil de 
connexion 48. En ce qui concerne la structure 8e, on 
utilise un agencement similaire a la place de cette 
structure . 

Conf ormement au boitier conforme k la presente 
invention, etant donne que ce boitier est constituS par une 
pluralite de substrats dielectriques dans lesquels sont in- 
serees d'une maniere integree les fonctions n6cessaires, le 
nombre des elements et des heures de montage peut Stre re- 
duit. En outre, etant donn6 qu'il est facile de prSvoir une 
fermeture totalement etanche, ceci permet d*accroitre la 
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productivity . En outre, il est possible de prevoir des ca- 
blages a l'interieur de chacun des substrats et entre les 
substrats et on peut obtenir different s types de montages 
par exemple le montage empile, tout en augmentant la den- 
5 sit§ de montage. 

On a decrit la pr§sente invention d'une maniere 
detaillee en se rSferant notamraent a certaines de ces 
formes de realisation, mais on comprendra que l'on peut in- 
troduire de nombreux changements et modifications sans sor- 
10 tir du cadre de 1' invention. 
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REVENDICATmWR 

1. Carter destine & loger des circuits integres a 
micro-ondes, caracterise en ce qu'il comports : 

un corps conducteur metallique servant a suppor- 
ter lesdits circuits integres a micro-ondes (la-Id) au 
niveau de sa surface superieure; 

un premier substrat dielectrique (5) fixe a 
l'etat empile sur ladite surface superieure dudit corps 
conducteur metallique et possedant une pluralite de trous 
destines a recevoir respectivement lesdits circuits 
integres, des structures de lignes en forme de bandes (9a- 
9h) pour la transmission de signaux disposees sur la 
surface superieure du corps pour le raccordement de plots 
d 'entree/sortie de signaux a haute frequence desdits 
circuits integres entre eux et a. des bornes externes de 
transmission de signaux, et des ouvertures de blindage 
(12a-12h) remplies chacune d'un materiau metallique conduc- 
teur raccorde audit corps conducteur metallique pour reali- 
ser un blindage ilectromagnetique , lesdites ouvertures de 
blindage etant prevues a des intervalles egaux ou infe- 
rieurs a A/4, A etant la longueur d'onde d'un signal a haute 
frequence dans une bande de frequences devant §tre utili- 
see ; et 

un second substrat dielectrique (6) fix6 k l'etat 
empile sur ledit premier substrat dielectrique et possedant 
une pluralite de trous associes a ceux menag6s dans ledit 
premier substrat dielectrique de maniere a recevoir lesdits 
circuits integres, une plaque metallique conductrice (7) 
permettant de realiser une fermeture etanche et un blindage 
61ectromagn§tique et situ6e sur la surface superieure du 
second substrat, des ouvertures de blindage (13a-13h) 
remplies chacune par ledit materiau metallique conducteur 
raccorde entre ladite plaque metallique conductrice et 
ledit materiau metallique conducteur situe dans chacune 
desdites ouvertures de blindage (12a-12h) dudit premier 
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substrat dielectrique, et des cloisons de blindage electro- 
magnetique entre les trous voisins destines a recevoir les- 
dits circuits integres pour realiser une isolation d'un 
mode de guide d'ondes entre lesdits circuits integres. 

2. Boltier selon la revendication 1, caracterisS 
en ce que ledit premier substrat dielectrique (5) comporte 
des ouvertures de mise a la masse (14a-14d), remplies 
chacune par ledit materiau metal lique conducteur destine a 
etre raccorde entre le corps conducteur metallique et 
chacune des lignes de raccordement a la masse desdites 
structures de lignes en forme de bandes de transmission des 
signaux, a proximite des extremites de ces structures de 
lignes, et que ledit second substrat dielectrique (6) 
possede des ouvertures de mise a la masse (15a-15d) 
remplies chacune par le materiau metallique conducteur 
destine a etre raccorde entre ladite plaque metallique 
conductrice situee sur la surface superieure dudit second 
substrat dielectrique et ledit materiau metallique 
conducteur dans chacun desdits trous de mise a la masse 
dudit premier substrat dielectrique . 

3. Boitier suivant la revendication 2, caracte- 
rise en ce que des parties desdites structures des lignes 
en forme de bandes (9a-9h) situees sur ladite surface 
superieure dudit premier substrat dielectrique (5) et qui 
traversent ledit second substrat dielectrique (6), 
comprennent des lignes a trois plaques. 

4. Boitier selon la revendication 2, caracterisd 
en ce que chacune desdites structures de lignes en forme de 
bandes de transmission de signaux situees sur ledit premier 
substrat dielectrique (5) comprend deux parties separees 
l'une de 1' autre par une fente, que ledit premier substrat 
dielectrique (5) possede en outre des structures de lignes 
en forme de bandes de transmission de signaux de test (8h) 
prevues respectivement entre des bornes externes d* en- 
tree/sortie de signaux de test utilisees pour 1' entree/la 
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sortie de signaux d ! entree/sortie de test a haute 
frequence, et les voisinages desdites fentes f et des ftls 
de connexion (lit) destines chacun a raccorder au choix 
l'une desdites deux parties (8f,8g) de structures de lignes 
en forme de bandes de transmission de signaux a l 1 autre ou 
a ladite structure de ligne en forme de bande de 
transmission de signaux de test (8h), ce qui penuet un 
controle des caracteristiques h haute frequence de chaque 
circuit integre grace au raccordement de l'une desdites 
deux parties a ladite structure de ligne en forme de bande 
de transmission de signaux de test pour 1 r introduction/la 
sortie desdits signaux d' entree/sortie de test k haute fre- 
quence dans /a partir dudit circuit integre. 

5. Boitier selon la revendication 1, caracterise 
en ce que ledit premier substrat dielectrique (5) comporte 
en outre des structures de lignes en forme de bandes de 
transmission de signaux de test, raccordees a des bornes 
externes d • entree/sortie de signaux de test pour 1' en- 
tree/la sortie de signaux d 1 entree/ sortie de test & haute 
frequence, et des Elements formant resistances (20) 
branches entre lesdites structures de lignes en forme de 
bandes de transmission de signaux de test et lesdites 
structures de lignes en forme de bandes de transmission de 
signaux, ce qui permet un controle des caracteristiques a 
haute frequence de chaque circuit integre au moyen de l'en- 
tree/de la sortie desdits signaux d r entree/sortie de test a 
haute frequence dans/a partir dudit circuit integre. 

6. Boitier selon la revendication 1, caracterise 
en ce qu f il comporte en outre des troisieme et quatrieme 
substrats dielectriques (21,22) disposes entre ledit corps 
conducteur metallique (4) et ledit premier substrat 
dielectrique (5), et en ce que 

ledit troisieme substrat dielectrique (21) 
possSde des structures de transmission de signaux de 
commande (23), situees sur sa surface supfirieure, et des 
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ouvertures de blindage (25a, 25b) remplies chacune par le 
materiau metallique conducteur raccorde audit corps 
conducteur metallique; 

ledit quatrieme substrat dielectrique (22) 
possede une structure de mise a la masse situee sur sa 
surface superieure et utilisee pour le montage desdits 
circuits intdgres sur le substrat, des ouvertures de 
blindage remplies chacune par le matSriau metallique 
conducteur raccorde entre le materiau metallique conducteur 
situ6 dans ladite ouverture de blindage prfesente dans ledit 
premier substrat dielectrique (5) et le metal metallique 
conducteur dudit troisi&me substrat dielectrique (21), et 
des ouvertures de raccordement de structures, remplies 
chacune par le materiau metallique conducteur raccorde 
auxdites structures de raccordement de signaux de commande 
situees sur ledit troisiSme substrat dielectrique (21); et 

ledit premier substrat dielectrique (5) comporte 
en outre des structures de lignes en forme de bandes de 
transmission de signaux de commande (9a-9h) situees dans sa 
surface superieure et des ouvertures de raccordement des 
structures, remplies chacune par le materiau metallique 
conducteur raccorde entre ladite structure de ligne en 
forme de bande de transmission des signaux de commande et 
le materiau metallique conducteur situ6 dans ladite 
structure et etablissant une liaison avec une ouverture 
dudit quatri&ae substrat dielectrique (22), grace a quoi 
lesdites structures de raccordement de signaux de commande 
sont disposees au-dessous dudit quatrieme substrat 
dielectrique qui supporte lesdits circuits int6gr6s. 

7. Boitier selon la revendication 6, caracteris6 
en ce que ledit troisieme substrat dielectrique (21) 
comporte des ouvertures de mise a la masse, remplies 
chacune par le materiau conducteur raccordS audit corps 
conducteur metallique, et ledit quatrieme substrat 
dielectrique (22) comporte des ouvertures de mise a la 
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masse, remplies chacune par le materiau conducteur raccorde 
entre le materiau conducteur dudit troisieme substrat 
dielectrique et ladite structure de mise a la masse situ6e 
sur ce substrat. 

8, Boitier selon la revendication 6, caracterise 
en ce que lesdites ouvertures de mise a la masse desdits 
troisieme et quatrieme substrats dielectriques (21 f 22) 
comprennent des encoches menagees dans ■ la surface laterale 
de ces ouvertures. 

9. Boitier selon la revendication 1, caracterise 
en ce qu'il comporte des cinquieme et sixieme substrats di- 
electriques' (32,33) disposes entre lesdits premier et 
second substrats dielectriques (5,6) r un septieme substrat 
dielectrique (31) rSuni audit cinquieme substrat 
dielectrique (32) et loge a l'interieur dudit sixieme 
substrat dielectrique (33), et en ce que 

ledit cinquieme substrat dielectrique (32) 
possede des ouvertures de raccordement de structures 
remplies chacune par le materiau mStallique conducteur 
raccorde a ladite structure de ligne en forme de bande de 
transmission de signaux, et des ouvertures de blindage 
(35a, 35b) remplies chacune par le materiau conducteur 
raccord6 & celui dudit premier substrat dielectrique (5); 

ledit sixieme substrat dielectrique (33) possSde 
des structures de lignes en forme de bandes de transmission 
de signaux, situees sur sa surface supSrieure et raccordees 
auxdites bornes externes d f entree/sortie de signaux, des 
ouvertures de raccordement des structures, remplies chacune 
par le materiau metallique conducteur raccorde entre celle 
dudit cinquieme substrat dielectrique (32) et ladite 
structure de ligne en forme de bande de transmission de 
signaux situSe sur ce substrat, et des ouvertures de 
blindage (36a, 36b) remplies chacune par le materiau 
metallique conducteur et raccordees entre les ouvertures 
desdites cinquieme et second substrats dielectriques (32, 
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6); et 

ledit septieme substrat dielectrique (31) possede 
des parties aptes a recevoir d r autres circuits integres 
destines a £tre raccordes auxdits circuits integres a 
micro-ondes logSs dans ledit premier substrat dielectrique 
(5). 

10. Boltier selon la revendication 9, caracterise 
en ce que lesdits autres circuits integres comprennent un 
circuit de commande servant k commander lesdits circuits 
integres k micro-ondes, que ledit premier substrat 
dielectrique (5) possede des structures de lignes en forme 
de bandes de transmission de signaux de commande situees 
sur sa surface superieure et dont chacune sert a envoyer un 
signal de commande audit circuit integrS k micro-ondes, et 
que ledit sixieme substrat dielectrique (33) possede des 
structures de lignes en forme de bandes de transmission de 
signaux de commande situees sur sa surface superieure, et 
des ouvertures de transmission de signaux de commande 
remplies chacune par le mat6riau mStallique conducteur 
connecte entre lesdites configurations de lignes en forme 
de bandes de transmission de signaux de commande desdits 
premier et sixieme substrats dielectriques (5,33). 

11. Boitier selon la revendication 10, caracte- 
rise en ce que ledit cinquieme substrat dielectrique (32) 
possdde une structure de raise a la masse (40a, 40b) 
raccordee au materiau metallique conducteur situe sur sa 
surface superieure, et un septieme substrat dielectrique 
(31) possede une structure de mise It la masse (41) situ£e 
sur sa surface inferieure et destinee & §tre raccordee k 
ladite structure de mise a la masse dudit cinquieme 
substrat dielectrique (32), ce qui perraet d'obtenir un 
blindage £lectromagnetique de la face opposee audit corps 
conducteur metallique. 

12 • Boltier selon la revendication 6, caracterise 
en ce qu'il comporte en outre des bornes d f entree de si- 
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gnaux de commande raccordees auxdites structures de trans- 
mission de signaux de commande situees sur ledit premier 
substrat dielectrique (5) et s'etendant a- I'exterieur dans 
une direction verticale jusqu'aux differents conducteurs 
metalliques, a partir de la surface inferieure dudit corps. 

13. Boitier selon la revendication 1, caracterise 
en ce que lesdites bornes externes de transmission de 
signaux comprennent des connecteurs coaxiaux (44) fixes 
audit corps conducteur nuitallique (4) et s'etendant vers 
I'exterieur dans une direction verticale jusqu' audit corps, 
lesdits conducteurs centraux (45) des connecteurs etant 
raccordes respectivement auxdits plots d • entree/sortie (2a) 
des signaux desdits circuits integres. 
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Fig. 3 
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Fig. 8 
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Fig. 9 




Fig. 10 
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Fig. 14 
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